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Reliability test of Automotive SiC MOSFET chips
・可靠性测试是根据JEITA标准，针对功率半导体芯片选取相关测试项目进行的。
・以下列出的测试项目与产品寿命密切相关，对于汽车应用而言尤为重要。
・此外，还会根据质量要求和客户规范进行认证测试， 如AEC-Q101、AQG-324等。
(1) 高温反向偏压测试（HTRB）
该测试用于评估漂移层、表面钝化膜和终端结构在高温和高电场条件下的长期稳定性，其目的是验证是否会因电场集中而导致漏电流
过分增加或阻断电压劣化。
测试条件示例:

Tj = 最大额定结温，VGS=0V，VDS=最大额定漏源电压的 85%，测试时长 = 1000 小时。

(2) 高温栅极偏压测试(HTGB)
该测试用于评估栅极氧化层在高温栅极偏压应力条件下的完整性以及阈值电压（VGS(th)）的稳定性，其目的是验证在电场应力作用下，
栅极氧化层不会发生退化、介电击穿，且阈值电压不会发生显著偏移。

测试条件示例::
Tj = 最大额定结温，VDS=0V，VGS= ±最大额定电压，测试时长 = 1000 小时。
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